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Plasma - EPOS Technology

Plasma - EPOS Technology

Environment friendly production

Since 1997, Diotec produces semiconductor chips
by using its own “Plasma-EPOS"” process. In con-
trast to the normally used, aggressive acids for
etching (= cleaning) of the silicon edges, etching
and passivation is done under nearly vacuum con-
ditions by means of a plasma process. A double
passivation by Silicon Nitride (glass like, electrical-
ly insulating) and Polysiloxane (flexible, mechani-
cally compensating) provides high reliable pro-
ducts.

For more information, please visit our website:
http://www.diotec.com/

Umweltfreundliche Produktion

Seit 1997 produziert Diotec Halbleiter-Chips mit
dem selbst entwickelten Plasma-EPOS Verfahren.
Dabei kommen nicht wie sonst Ublich aggressive
Sauren zum Atzen (= Reinigen) der Silizium-Kan-
ten zum Einsatz. Das Atzen und Passivieren er-
folgt nahezu im Vakuum durch ein Plasma-Ver-
fahren. Eine doppelte Passivierung mit Siliziumni-
trid (glasartig, elektrisch isolierend) sowie Polysi-
loxan (flexibel, mechanisch ausgleichend) sorgt
fir eine hohe Zuverlassigkeit der produzierten
Bauelemente.

Mehr Informationen im Internet:
http://www.diotec.com/
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Certifications — Zertifizierungen
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The TUV CERT Certification Body of TUV Hessen
hereby certifies in accordance with TUV CERT pro-
cedures that Diotec Semiconductor AG, DE-79423
Heitersheim has established and applies a quality
management for: Sales of semiconductor devices.

An audit was performed, Report No. 4028 5132
Proof has been furnished that the requirements ac-
cording to DIN EN ISO 9001:2008 are fulfilled.

This certification is valid until 18 October 2012.
First certificate January 1997

Certificate Registration No. 73 100 316

Further certificates see
http://www.diotec.com/

Potting (casting) compound and plastic material
used by Diotec for the encapsulation of most devi-
ces are rated to Underwriters Laboratories Inc.®
flammability classification 94V-0.

Devices which were tested by Underwriters Labora-

tories Inc.® according to UL 1557 are marked with
the above UL mark in the data sheet.

© Diotec Semiconductor AG

DIN EN ISO 9001:2008

Underwriters Laboratories Inc.®

>

Die TUV CERT-Zertifizierungsstelle des TUV Hessen
bescheinigt gem&B TUV CERT-Verfahren, dass das
Unternehmen Diotec Semiconductor AG, DE-79423
Heitersheim ein Qualitdtsmanagementsystem fiir
den folgenden Geltungsbereich eingefiihrt hat und
anwendet: Vertrieb von Halbleiterbauelementen

Durch ein Audit, Bericht Nr. 4028 5132 wurde der
Nachweis erbracht, dass die Forderungen der DIN
EN ISO 9001:2008 erfiillt sind.

Dieses Zertifikat ist giiltig bis 18. Oktober 2012.
Erstzertifizierung Januar 1997

Zertifikat-Registriernummer 73 100 316

Weitere Zertifikate siehe
http:/ /www.diotec.com/

Fast alle von Diotec eingesetzten Press - und Ver-
gussmassen sind nach der Flammbarkeitsklasse UL
94V-0 klassifiziert.

Bauelemente, die nach UL 1557 von Underwriters
Laboratories Inc.® gepriift und freigegeben wur-
den, sind im Datenblatt mit dem obigen UL Signet
gekennzeichnet.
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RoHS compliant products — RoHS konforme Produkte

ROHS

X

Environment friendly components

All Diotec components are compliant to EU directi-
ves “RoHS” (Reduction of Hazardous Substances),
“WEEE"” (Waste Electrical and Electronic Equip-
ment) and “ELV"” (End of Life Vehicles). Material
datasheets and further information can be found at

http://www.diotec.com/

"Products" — "RoHS compliant products"

N
<

Umweltfreundliche Produkte

Alle Diotec Produkte sind konform zu den EU-Richt-
linien  “RoHS”  (Reduction of Hazardous
Substances), "WEEE" (Waste Electrical and Electro-
nic Equipment) und “ELV” (End of Life Vehicles).
Materialdatenblatter und weitere Informationen
siehe

http:/ /www.diotec.com/

"Produkte" — "RoHS konforme Produkte"
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RoHS compliant products — RoHS konforme Produkte

Prevention of
Tin Whisker Growing

Tin whisker growing is a phenomenon related
mainly to pure bright tin (Sn) terminal finishes. The
whiskers may cause shorts between electrical ter-
minals, therefore actions to prevent whisker gro-
wing have to be undertaken.

Usage of hot dipped SnAgCu alloys

Most Diotec parts are using SnAgCu alloy for termi-
nal finish, which is applied in a hot dip tinning pro-
cess. After plating, there is an annealing at 150°C
for at least 1h. A nickel (Ni) underplating provides
additional protection against tin whisker growing.
For this reason, SnAgCu alloys with above treat-
ment are preferred terminal finishes for prevention
of tin whisker growing at Diotec.

Matte Sn plating with annealing

At this process, matte Sn is applied, without usage
of a brightener. After plating, there is an annealing
at 150°C for at least 1h. This measures prevent tin
whisker growing even at a pure Sn plating. There-
fore it is an accepted method for tin whisker pre-
vention.
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Vermeidung von
Zinn-Whisker Bildung

Die Bildung von Zinn-Whiskern ist ein Phanomen,
das in erster Linie bei Oberflachen mit reiner, glén-
zender Zinn(Sn)-Beschichtung auftritt. Diese Whis-
ker kdnnen Kurzschlisse zwischen elektrischen
Kontakten verursachen und sind deshalb zu ver-
meiden.

Tauchverzinnung mit SnAgCu-Legierungen

Die meisten Diotec-Bauteile werden mit einer
SnAgCu-Legierung tauchverzinnt. Nach dem Ver-
zinnen folgt ein Ausheizen bei 150°C mit mindes-
tens 1h Dauer. Eine Nickelschicht unter der Verzin-
nung sorgt fiir einen zusatzlichen Schutz gegen
Whisker-Bildung. Aus diesen Griinden sind SnAg-
Cu-Legierungen mit der genannten Behandlung die
bevorzugte Kontaktverzinnung fiir Diotec-Bauteile.

Matte Reinverzinnung mit Ausheizen

Bei diesem Prozess wird mattes Zinn aufgetragen,
ohne Verwendung von Glanzbildnern. AnschlieBend
folgt ein Ausheizen bei 150°C mit mindestens 1h
Dauer. Diese MaBnahmen vermeiden eine Whis-
ker-Bildung selbst bei einer Reinverzinnung. Sie
sind daher eine akzeptierte Methode zur Whisker-
Vorbeugung.

© Diotec Semiconductor AG
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Quality assurance — Angaben zur Qualitat

General

The quality of components is determined by stati-
stical methods and is quoted as a maximum per-
missible percentage of defectives per shipment,
found out by sampling tests which are as a rule
part of the supply contract. Sampling tests are car-
ried out according to agreed sampling procedures
basing on statistical methods. Diotec is using
sampling systems according to

DIN 2859, MIL-STD-1916
(ex MIL-STD-105), IEC 410

Each sampling plan is based on an operating cha-
racteristic curve indicating the percentage of lots or
batches which may be expected to be accepted
under the various sampling plans for a given pro-
cess quality. To simplify matters, two points of the
operating characteristic are accentuated:

90 % Confidence Level

indicates the percentage of defective devices in
one batch or lot, which gives this lot a chance of
90% to be accepted in a sampling test. Since stati-
stic errors may cause “good” batches to be rejec-
ted, this point is called “suppliers risk” or

AQL = Acceptable Quality Level

10 % Confidence Level

indicates the percentage of defective devices in
one batch or lot which gives this lot a chance of
10% to be accepted in a sampling test. Since stati-
stic errors may cause “bad” batches to be accep-
ted, this point is called “customers risk” or

LTPD = Lot Tolerance Percent Defective or
LQ = Limiting Quality

Allgemeines

Die Lieferqualitdt von Halbleiterbauelementen ist
gekennzeichnet durch die maximal zuldssigen An-
teile fehlerhafter Exemplare pro Lieferlos, ermittelt
durch Stichproben, die in der Regel Bestandteil ei-
nes Liefervertrages sind und nach vereinbarten
Stichprobenplanen durchgefiihrt werden. Diotec ar-
beitet mit den Stichproben-Systemen nach

DIN 2859, MIL-STD-1916
(ex MIL-STD-105), IEC 410

(= sachlich identische Normen). Jeder Stichproben-
plan definiert eine Annahmekennlinie (Operations-
Charakteristik), die angibt, welche Wahrscheinlich-
keit ein Los hat, angenommen zu werden. Zur Ver-
einfachung der Beurteilung werden auf der Annah-
mekennlinie zwei Punkte der Operations-Charakte-
ristik hervorgehoben:

90 % Annahmewahrscheinlichkeit

gibt den Anteil fehlerhafter Bauelemente in einer
Lieferung an, bei dem dieses Los die Chance hat,
bei einer Stichprobenpriiffung mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 90% angenommen zu werden.
Weil aufgrund statistischer Zufélle auch “gute” Wa-
renlieferungen zuriickgewiesen werden konnen,
nennt man diesen Punkt Hersteller-Grenzqualitdt
bzw. Lieferantenrisiko, oder

AQL = Acceptable Quality Level

10 % Annahmewahrscheinlichkeit

gibt den Anteil fehlerhafter Bauelemente in einer
Lieferung an, bei dem dieses Los die Chance hat,
bei einer Stichprobenpriifung mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 10% angenommen zu werden.
Diesen Punkt nennt man Riickweise Grenzqualitat
(Abnehmerrisiko) oder

LTPD = Lot Tolerance Percent Defective oder
LQ = Limiting Quality

20 http://www.diotec.com/
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Quality assurance — Angaben zur Qualitat

Defectives

A device is considered defective if any one parame-
ter does not correspond with the specification. If
an item has more than one defect, it is counted as
one defect only.

Types of defects
a) Case or lead defects
b) Electrical defects

Extent of defects

a) Major defect is a defect, that is likely to result in
failure, or to reduce materially the usability of the
unit of product for its intended purpose.

b) Minor defect is a defect that is not likely to re-
duce materially the usability of the unit of product
for its intended purpose, or is a departure from
established standards having little bearing on the
effective use or operation of the unit.

Incoming inspection

The tests carried out by the manufacturer are

not designed to obviate the need for any incoming
inspection by the user. Incoming inspection should
be done by a sample inspection using the interna-
tional sampling plans according to MIL-STD 105 D
resp. DIN 2859.

AQL-Values (Acceptable Quality Level)
The following table summarizes the AQL-values for

the above classifications of defects.
AQL-values apply to the sum of all defects.

Type of defect Classification

;“ Diotec

Semiconductor

Fehler

Ein Fehler ist jede Abweichung eines Parameters
von den Spezifikationen. Treten an einem Bauele-
ment mehrere Fehler auf, so wird dieses Exemplar
nur als ein Fehler gerechnet.

Fehlerarten
a) Fehler an Gehadusen und Zuleitungen
b) Fehler der elektrischen Eigenschaften

Fehlerklassen

a) Hauptfehler sind Fehler, die zu Ausfallen fiihren,
oder die Brauchbarkeit fir den vorgesehenen Ein-
satz wesentlich herabsetzen kénnen.

b) Nebenfehler sind Fehler, der voraussichtlich die
Brauchbarkeit fiir den vorgesehenen Verwendungs-
zweck nicht wesentlich herabsetzen, oder es sind
Abweichungen von den geltenden Normen, die den
Betrieb der Einheit nur geringfiigig beeinflussen.

Eingangskontrolle

Die vom Hersteller durchgefiihrten Priifungen sol-
len durch Eingangskontrollen beim Anwender er-
ganzt werden. Diese Eingangsprifungen sind als
Stichprobenpriifung nach den international verein-
barten Priifpldnen MIL-STD 105 D bzw. DIN 2859
vorzunehmen.

AQL-Werte (Acceptable Quality Level)
Die fir die verschiedenen Fehlerklassen giiltigen
AQL-Werte sind im folgenden zusammengefasst.

Die angegebenen AQL-Werte gelten fiir die Summe
aller Fehler.

AQL-Value

Fehlerart

Case and leads
Gehduse und Zuleitungen

Electrical characteristics
Elektrische Eigenschaften

Fehlerklasse

Major defect / Hauptfehler
Minor defect / Nebenfehler

Major defect / Hauptfehler
Minor defect / Nebenfehler

AQL-Wert

0.25%
2.50%

0.25%
0.65%

© Diotec Semiconductor AG
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All parameters of Diotec components are tested
100 % repeatedly before delivery (in-processtes-
ting, final testing). Additional reliability

tests are performed according to DIN / IEC Quality
Approval Test Specifications.

The objectives of these reliability tests are:

1. Evaluate the stability and reproducibility of the
production processes.

2. Predict device lifetime under realistic operating
conditions.

3. Evalutation and homologation of process chan-
ges and material changes.

4. Comparative evaluations of competitive devices
as a basis for benchmarking.

Standard tests for qualifications and requalitficati-
ons of Diodes, Rectifiers and Bridge Rectifiers are
shown in the table below

Reliability Tests
Zuverlassigkeitspriifungen

High Temperature Reverse Bias (HTRB)
HeiBsperrtest (HTRB) — DIN 41749; IEC 147-4

High Humidity High Temperature Reverse Bias (85 / 85)

Sperrtest bei feuchter Warme (85 / 85)

Pressure Cooker
HeiBdrucklagerung in 100% rel. Feuchte

High Temperature Storage
HeiBlagerung — DIN 45930; CECC 50000-4.4.3

Low Temperature Storage
Tieftemperaturlagerung

Temperature Cycling
Temperaturwechsellast — DIN IEC 68-2-14

Resistance to solder heat
Lottemperaturtest — DIN IEC 68-2-20

Quality assurance — Angaben zur Qualitat

Alle Parameter der Diotec Bauelemente werden vor
ihrer Auslieferung mehrfach zu 100 % gepriift
(Produktions-Tests, Endmessungen). Zusatzliche
Zuverlassigkeitsprifungen werden nach den ein-
schldgigen DIN / IEC-Vorschriften durchgefihrt.

Dieses Qualitatssicherungsprogramm hat folgende

Ziele :

1. Beurteilung der Konstanz und Reproduzierbar-
keit der Fertigungsprozesse.

2. Abschatzung der Produktlebensdauer unter rea-
listischen Betriebsbedingungen.

3. Beurteilung und Freigabe vorgeschlagener Pro-
zess- und Konstruktionsanderungen.

4. Vergleichende Priifung von Wettbewerbspro-
dukten als Basis fiir Benchmarking.

Standardpriifungen fir die Freigabe und Requalifi-
kation von Dioden und Briickengleichrichter sind in
der folgenden Tabelle dargestellt

Testconditions
Priifbedingungen

1000h, DC, 80% Vgem , 100°C
1000h, 85°C / 85% rh,

DC, 800/0 VRRM

5h, 120°C, 1.3*10° Pa

1000h, TSmax

1000h, TSmin

50 Temperaturwechsel / cycles

TSmin - TSmax
(260 + 5)°C, 5s

22 http://www.diotec.com/
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Technical Explanations — Technische Erlauterungen

The electrical performance of a semiconductor de-
vice is usually expressed in terms of its characteri-
stics and maximum ratings.

Characteristics are those values, which can be
measured by use of suitable measuring instru-
ments and set-ups, and provide information on the
performance of the device under specified opera-
ting conditions (e.g. at a given bias). Depending on
requirements, they are quoted either as typical or
guaranteed values. Typical values are expressed as
figures or as curves, and are subject to spreads.

Guaranteed values are preceded either by the
symbol > (greater than) or < (less than). Someti-
mes the guaranteed spread limits are indicated by
numbers with dots between them. Occasionally a
typical curve is accompanied by another curve, this
beeing a 95%, or, in a few cases, a maximum
spread limit curve.

Maximum ratings give the value which cannot
be exceeded without risk of damage to the device.
Changes in supply voltage and tolerances of other
components in the circuit must also be taken into
consideration. No single maximum rating should
ever be exceeded, even when the device is opera-
ted well within other maximum ratings. The inclusi-
on of the word "admissible" in a title means, that
the associated curve defines the maximum ratings.

© Diotec Semiconductor AG

Die Eigenschaften eines Halbleiterbauelements
werden Ublicherweise durch die Angabe von Kenn-
und Grenzwerten definiert.

Kennwerte sind Eigenschaften eines Halbleiter-
bauelements, die sich mit zweckentsprechenden
Messgerdten oder Messanordnungen messen las-
sen und die das Betriebsverhalten oder bestimmte
elektrische Parameter in einem definierten Arbeits-
punkt ausdriicken. Sie werden je nach Bedarf als
typische Werte oder Garantiewerte angegeben. Ty-
pische Werte sind durch eine Zahl, eine Kurve oder
eine Kurvenschar ausgedriickt und Exemplarstreu-
ungen unterworfen.

Garantiewerte werden entweder mit den Symbo-
len > (groBer als) oder < (kleiner als) oder mit den
Grenzen des garantierten Streubereiches angege-
ben. Bei Kurvendarstellungen wird ab und zu ne-
ben der typischen Kurve eine weitere Kurve ge-
zeigt, die meist die 95%- Streugrenze, in seltenen
Fallen auch die absolute Streugrenze darstellt.

Grenzwerte sind Werte, die der Anwender nicht
Uberschreiten darf, ohne eine Zerstérung des Bau-
elements zu riskieren. Hierbei sind auch Schwan-
kungen der Betriebsspannung und Toleranzen an-
derer Bauelemente zu beriicksichtigen. Ein einzel-
ner Grenzwert darf auch dann nicht Gberschritten
werden, wenn andere Grenzwerte nicht voll ausge-
nutzt sind. Bei Kurven erkennt man an dem Wort
"zuldssige" in der Uberschrift, dass die Kurve als
Grenzwert zu betrachten ist.

http://www.diotec.com/ 23
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C. — Capacitance of load capacitor

R: — Protective resistance

The values of the load capacitor and the protective
resistance are limited by the requirement, that the
(bridge-) rectifiers should not be overloaded neit-
her by the amplitude nor by the duration of the in-
itial charging current, when it is first switching on.
The values for Rumin include the resistance of all
components in the charging circuit of the load ca-
pacitor. If (e. g.) a transformer is used, the a.c. re-
sistance of its windings may be deducted from Rt-
min.

I:av — Max. average fwd. rectified current
Maximum value of a continuous average forward
current for the current waveform, temperatures
and cooling conditions stated, with no margins al-
lowed for overload.

Irrm — Repetitive peak forward current
Maximum allowable peak value of a forward cur-
rent with frequency specified in the datasheet. The
average value of this current is limited by the ma-
ximum admissible junction temperature Tjmax !

Irsm — Surge forward current
Maximum peak value of a single half sinewave cur-
rent with specified length superimposed on rated
load. Immediately afterwards, the reverse voltage
should not exceed 50 % of the repetitive peak re-
verse voltage for at least 10 ms.

i’t — Rating for fusing

The i?t-value for the diode is given to assist in the
selection of suitable fuses to protect against dama-
ge due to short circuits. The i’t-value of the fuse
over the specified time and for the input voltage
applied must be less than the value of the diode.

t- — Reverse recovery time

The interval measured between the zero crossing
point of the forward current after switching the di-
ode to its reverse and the point at which the rever-
se current has reached the value given in the da-
tasheet

24 http://www.diotec.com/
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C. — Kapazitit des Ladekondensators

R: — Schutzwiderstand

Die Werte von Ladekondensator und Schutzwider-
stand sind so zu wahlen, dass Amplitude und Dau-
er des LadestromstoBes beim Einschalten den
(Briicken-) Gleichrichter nicht tberlasten. Die ange-
gebenen Mindestwiderstande Rimin sSchlieBen die Wi-
derstédnde aller Bauteile in dem vom Ladestrom
durchflossenen Stromkreis ein. So kann (z. B.) der
Wechselstromwiderstand der Wicklung eines vor-
handenen Transformators von Rin abgezogen
werden.

Irav — Dauergrenzstrom

Arithmetischer Mittelwert des hdchsten dauernd
zulassigen Durchlass-Stromes unter den angegebe-
nen Betriebsbedingungen. Dabei sind keinerlei
Uberlastungen zulassig.

Irrm — Periodischer Spitzenstrom
Hochstzulassiger periodischer  Spitzenwert des
Durchlass-Stromes mit der im Datenblatt angege-
benen Wiederholfrequenz. Der Mittelwert dieses
Stromes wird durch die maximal zuldssige Sperr-
schichttemperatur Tin.x begrenzt!

Irsm — StoBBstrom

Hdchstzuldssiger Scheitelwert einer einmaligen Si-
nushalbwelle der im Datenblatt spezifizierten Lange
bei Nennlast. Unmittelbar danach darf die Sperr-
spannung fiir 10 ms nicht mehr als 50% der Spit-
zensperrspannung betragen.

i’t — Grenzlastintegral

BezugsgroBe fir die Auswahl der fir den Kurz-
schluBschutzerforderlichen Sicherungen. Der i%-
Wert der Sicherung im spezifizierten Zeitintervall
und bei der vorgesehenen Anschluss-Spannung
mubB kleiner sein als das Grenzlastintegral der Di-
ode.

t. — Sperrverzugszeit

Zeit zwischen dem Nulldurchgang des abklingen-
den Durchlass-Stromes nach dem Umpolen der Di-
ode und dem Zeitpunkt, zu dem der Sperrstrom
den im Datenblatt angegebenen Wert erreicht hat

© Diotec Semiconductor AG
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Viso — Isolation voltage

All metal based moulded bridge rectifiers are sub-
jected to an insulation test between all terminals
connected together and the metal base. An alter-
nating voltage of 2500 V is applied for 1 second.

If this test is repeated by the user either as an in-
coming inspection or as a test of the final device,
in accordance with IEC publication 146 resp. DIN
EN 60146 / VDE 0558 only a voltage slowly increa-
sing up to the above value should be used. If the
voltage is applied for one minute as recommended
by the above standard then the specified value of
2000V should be taken.

During the test all electrical terminals of the bridge
rectifier must be connected with each other in or-
der to avoid damage by inductively or capacitively
induced voltage transients. The test voltage is app-
lied between the connected terminals and the ba-
seplate.

Vrem — Repetitive peak reverse voltage
Maximum allowable peak value of short repetitive
transient reverse voltages.

Vrsm — Surge peak reverse voltage
Maximum allowable peak value of short isolated
transient reverse voltages.

Virvs — Recom. alternating input voltage
Maximum value of the sinusoidal RMS input volta-
ge under normal operating conditions with due al-
lowance made for minor voltage transients. An effi-
cient transient suppressing network may still be re-
quired if the voltage transients are of excessive
amplitude, duration or power.

© Diotec Semiconductor AG
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Viso — Isolationsspannung

Bei jedem Briickengleichrichter mit Metallgehduse
oder metallischer Bodenplatte wird die Isolierung
zwischen den Silizium-Chips und diesem Gehduse
bzw. dieser Bodenplatte eine Sekunde lang mit ei-
ner Wechselspannung von 2500V gepriift.

Bei einer Wiederholung der Isolationsprifung
durch den Anwender, z. B. zu Kontrollzwecken
oder bei der Isolationspriifung des fertigen Gera-
tes, darf gemaB IEC-Publikation 146 bzw. DIN EN
60146 / VDE 0558 nur mit einer allmahlich auf die-
sen Wert ansteigenden Spannung geprift werden.
Wird die Priifspannung, wie in den genannten Be-
stimmungen vorgeschrieben, eine Minute lang auf-
rechterhalten, so ist mit dem dort vorgeschriebe-
nen Wert von 2000V zu priifen. Bei der Prifung
sind samtliche Anschliisse des Briickengleichrich-
ters miteinander zu verbinden, um eine unzuldssige
Beanspruchung der Dioden durch induktiv oder ka-
pazitiv Uibertragene Spannungen zu verhindern. Die
Priifspannung wird zwischen den miteinander ver-
bundenen Anschlissen und der Bodenplatte ange-
legt.

Vrem— Periodische Spitzensperrspannung
Hdchstwert von periodisch auftretenden kurzzeiti-
gen Spannungsspitzen.

Vrsm — StoBspitzensperrspannung
Hdchstwert von gelegentlich auftretenden kurzzei-
tigen Spannungsspitzen.

Vivrus — Empfohlene Anschluss-Spannung
Effektivwert der hoéchsten Wechselspannung, an
der ein Brickengleichrichter unter normalen Be-
triebsbedingungen und bei voriibergehenden Span-
nungserhéhungen um max. 10 % dauernd betrie-
ben werden kann. Ein richtig bemessener Uber-
spannungsschutz ist dann erforderlich, wenn héhe-
re, energiereiche Spannungsspitzen auftreten kén-
nen.

http://www.diotec.com/ 25
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Solder & Assembly Instructions — Lot- und Einbauvorschriften

Manual Soldering / Soldering Iron

At the maximum lead wire temperature of 260°C,
the soldering time must not exceed 10s. This as-
sumes that the solder joint is spaced not less than
5mm from the case. If the joint is spaced less than
5mm, the soldering time must be reduced to 3s.

Dip or Wave Soldering

Leaded devices: At the maximum soldering tem-
perature of 260°C, the soldering time must not ex-
ceed 10s (or two times 5s at dual wave soldering).
The soldering joint should be spaced not less than
1.5mm from the case.

SMD devices: The soldering time must not ex-
ceed 10s at 260°C when the device is submerged
completely into the solder. At dual wave soldering,
this corresponds to two times 5s. See also JES-
D22A111.

Reflow Soldering

For reflow soldering of SMD devices the maximum
admissible solder temperature is 260°C, for pack-
age outlines up to SMC/DO-214AB and peak time
not exceeding 5s. Time above 255°C must not ex-
ceed 30s. For bigger case outlines (e. g.
D2PAK/TO-263), the solder temperature must be
reduced, refer to J-STD-020D.1. Therein are fur-
thermore specified admissible solder profiles.

Cleaning

The instructions of the manufacturers of the clean-
ing detergents (e. g. Zestron etc) have to be fol-
lowed carefully.

(Continued next page)
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Manuelle L6tung / Kolbenl6tung

Bei einer maximalen Temperatur der Anschluss-
drahte von 260°C betragt die hdchstzulassige Lot-
zeit 10s. Die Létstellen missen dabei mindestens
5mm vom Gehduse entfernt sein. Bei verringertem
Abstand reduziert sich die Lotzeit auf maximal 3s.

Tauch- oder Wellenl6tung

Bedrahtete Bauelemente: Bei einer maximalen
Lottemperatur von 260°C betragt die hochstzulds-
sige Lotzeit 10s (oder zweimal 5s beim Doppelwel-
lenléten). Die Loétstellen miissen dabei mindestens
1.5mm vom Gehduse entfernt sein.

SMD Bauelemente: Bei vollstdndigem Eintau-
chen darf die Létzeit bei einer Léttemperatur von
260°C nicht mehr als 10s betragen. Beim Doppel-
wellenléten entspricht dies zweimal 5s. Siehe auch
JESD22A111.

Reflow-Loten

Fir SMD Bauelemente im Reflow-Létverfahren be-
tragt die maximal zuldssige Léttemperatur 260°C,
bei BaugroBen bis SMC/DO-214AB und maximal 5s
im Temperaturmaximum. Die Zeit oberhalb von
255°C darf 30 s nicht Uberschreiten. Bei groBeren
Bauformen (z. B. D2PAK/TO-263) ist die Loéttempe-
ratur zu reduzieren, siehe J-STD-020D.1. Dort fin-
den sich weiterhin zuldssige Létprofile.

Waschen
Die Anweisungen der Hersteller der Reinigungsmit-

tel (z. B. Zestron etc.) sind genauestens zu befol-
gen.

(Fortsetzung nachste Seite)
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Packages for Screw Assembly

For screw assembly packages, the maximum ad-
missible mounting torque given in the datasheet
has to be considered.

Packages for Heat-Sink Assembly

It is recommended to apply a thin layer of thermal
compound between case and heat-sink. This im-
proves the thermal resistance between case and
heatsink.

Bending of the Leads

It is not admissible to bend the leads without
strain-relief. Prior to bending, the leads must be
fixed to avoid mechanical stress to the case and
the internal structure of the diode (see left picture
below). On request, we form the leads to your
specifications, e. g.:

6 http://www.diotec.com/

Technical Explanations — Technische Erlduterungen

Gehause fiir Schraubmontage

Bei Gehdusen fiir die Schraubmontage ist das im
Datenblatt angegebene maximal zuldssige Anzugs-
Drehmoment zu beachten.

Gehause fiir die Kiihlkorpermontage

Es empfiehlt sich, eine diinne Schicht Warmeleit-
paste zwischen Gehduse und Kiihlkérper aufzutra-
gen. Dies verbessert den Warmelibergang zwi-
schen Gehause und Kiihlkdrper.

Biegen der Anschlussdrihte

Beim Biegen der Anschliisse sind die Drahte zwi-
schen Biegestelle und Gehause so zu fixieren, dass
eine mechanische Beanspruchung des Gehduses
und der internen Struktur der Diode vermieden
wird (Bild unten links). Auf Wunsch biegen wir die
Anschliisse kundenspezifisch, z. B.:

© Diotec Semiconductor AG
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